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摘要(译)

提供一种能够在外部有效地发射所产生的光的显示元件和制造该显示元
件的方法，而不损坏有机电致发光层。首先，在第一保持基板（10）上
沉积透明电极保护材料（11）;然后在其上制造有机电致发光元件
（12,13,14）;然后，在用密封材料（15）和第二保持基板（16）密封和
保持之后，通过蚀刻等去除第一保持基板（10）和透明电极保护材料
（11）。根据本发明，去除第一保持基板（10）能够改善在电致发光层
（13）中产生的发光率，并改善显示元件中的亮度和对比度。
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